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2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告（中
期现金分红无需审计）。

3、公司未来十二个月内无重大对外投资计划或重大现金支出（公司首次
公开发行股票或再融资的募集资金投资项目除外）。 重大投资计划或重大现金
支出是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购资产或者购买设
备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配利润的 50%且超
过 5000 万元人民币。

（四）现金分红的比例和间隔：
公司原则上每年进行一次现金分红， 公司每年以现金方式分配的利润不

少于当年实现的可分配利润的 20%， 公司董事会可以根据公司的盈利状况及
资金需求提议进行中期现金分红。

公司董事会应当综合考虑公司所处行业特点、发展阶段、自身经营模式、
盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，并按照本章程
规定的程序，提出差异化的现金分红政策：

1、公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 80%；

2、公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 40%；

3、公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排的，进行利润分配时，现
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到 20%；

公司发展阶段不易区分但有重大资金支出安排的， 可以按照前项规定处
理。 重大资金支出安排是指：公司未来十二个月内拟建设项目、对外投资、收购
资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司当年实现的母公司可供分配
利润的 50%且超过 5000 万元人民币。

（五）发放股票股利的条件
在保证公司股本规模和股权结构合理的前提下， 基于回报投资者和分享

企业价值考虑，公司可以发放股票股利，具体方案需经公司董事会审议后提交
公司股东大会批准。

（六）利润分配的决策机制和程序
1、董事会审议利润分配需履行的程序和要求：公司在进行利润分配时，公

司董事会应当先制定预分配方案，并经独立董事认可后方能提交董事会审议；
董事会审议现金分红具体方案时，应当认真研究和论证公司现金分红的时机、
条件和比例、调整的条件、决策程序等事宜，独立董事应当发表明确意见。 利润
分配预案经董事会过半数以上表决通过，方可提交股东大会审议。

2、股东大会审议利润分配方案需履行的程序和要求：股东大会对现金分
红具体方案进行审议时， 应当通过多种渠道主动与股东特别是中小股东进行
沟通和交流（包括但不限于提供网络投票表决、邀请中小股东参会等方式），充
分听取中小股东的意见和诉求，并及时答复中小股东关心的问题。

（七）利润分配政策调整的决策机制与程序
1、公司根据生产经营情况、投资规划和长期发展的需要，或者外部经营环

境发生变化，确需调整利润分配政策的，调整后的利润分配政策不得违反中国
证监会和证券交易所的有关规定。

2、有关调整利润分配政策的议案由董事会制定，并分别经监事会和二分
之一以上独立董事认可后方能提交董事会审议， 独立董事应当对利润分配政
策调整发表独立意见。

3、调整利润分配政策的议案应分别提交董事会、股东大会审议，在董事会
审议通过后提交股东大会批准，公司应安排通过证券交易所交易系统、互联网
投票系统等网络投票方式为社会公众股东参加股东大会提供便利。 股东大会
审议调整利润分配政策的议案需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以
上通过。

公司独立董事可在股东大会召开前向公司社会公众股股东征集其在股东
大会上的投票权， 独立董事行使上述职权应当取得全体董事的二分之一以上
同意。 ”

（六）公司控股子公司、参股子公司基本情况
截至本招股书签署日，公司拥有新洁能香港、电基集成 2 家全资子公司以

及新洁能深圳分公司、新洁能宁波分公司 2 家分公司，无参股子公司。 具体情
况如下：

1、新洁能香港
公司名称 新洁能功率半导体（香港）有限

公司 成立时间 2010年 7 月 6 日

注册资本 51.00 万美元 实收资本 6.10 万美元
注册地址 香港皇后大道中 181 号新纪元广场（低座）1501 室
经营范围 电力电子元器件的研发、生产、销售；集成电路的研发、销售和贸易

股东构成
股东名称 股权比例
新洁能 100.00%
合计 100.00%

主要财务数据（万元）
（已经申报会计师

审计）

2019年 12 月 31 日 2018年 12 月 31 日
总资产 61.97 总资产 62.27
净资产 61.97 净资产 62.27
2019年度 2018年度
净利润 -0.30 净利润 5.52

2、电基集成
公司名称 无锡电基集成科技有限公司 成立时间 2017年 3 月 21 日
注册资本 12, 000.00 万元 实收资本 12, 000.00 万元
注册地址 无锡市新吴区研发二路以南、研发一路以东

经营范围

电子元器件、 电力电子元器件及半导体模块产品及其它电子产品的设
计、制造、销售；集成电路及其它电子产品的研发、设计、技术转让、技术
服务、制造、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备的制
造、销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营
或禁止进出口的商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动）

股东构成
股东名称 股权比例
新洁能 100.00%
合计 100.00%

主要财务数据（万元）
（已经申报会计师

审计）

2019年 12 月 31 日 2018年 12 月 31 日
总资产 13, 157.51 总资产 13, 368.84
净资产 11, 762.76 净资产 11, 946.87
2019年度 2018年度
净利润 -184.11 净利润 -44.70

3、新洁能深圳分公司
公司名称 无锡新洁能股份有限公司深圳分公

司 成立时间 2013年 12 月 4 日

统一社会信用代码 914403000846106229
营业场所 深圳市宝安区西乡街道西乡大道与前进二路交汇处美兰商务中心 802

经营范围

电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服
务、销售；计算机软件的研发、技术转让；利用自有资产对外投资；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的
项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）。环境保护专用设备的制
造、销售。

4、新洁能宁波分公司
公司名称 无锡新洁能股份有限公司宁波分公

司 成立时间 2019年 10 月 10 日

统一社会信用代码 91330212MA2GU7ACX6
营业场所 浙江省宁波市鄞州区实怡中心 8 幢 26 号 10-6

经营范围

电力电子元器件、集成电路、电子产品的研发、设计、技术转让、技术服
务、销售；计算机软件的研发、技术转让；环境保护专用设备销售；自营和
代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的
商品和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动）

第四节 募集资金运用
根据 2018 年 11 月 19 日通过的 2018 年第三次临时股东大会决议， 公司

拟申请向社会公开发行人民币普通股 A 股，发行数量为不超过 2,530.00 万股。
募集资金总额将根据市场情况和向询价对象的询价情况确定。 根据股东大会
的授权，2020 年 6 月 2 日经公司第三届董事会第八次会议及 2020 年 7 月 31
日经公司第三届董事会第九次会议审议通过， 对本次投资项目的募集资金使
用金额进行调整。

本次发行 A 股募集资金计划全部用于以下与主营业务相关的项目：
单位：万元

序号 项目名称 投资总额 募集资金使用
金额

1 超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化 48, 118.04 20, 000.00
2 半导体功率器件封装测试生产线建设 32, 014.90 20, 000.00
3 碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化 11, 419.27 -
4 研发中心建设 5, 501.86 4, 898.80
5 补充流动资金 5, 000.00 -
合 计 102, 054.07 44, 898.80

在本次公开发行股票募集资金到位前，公司将根据项目进度的实际情况，
暂以自有资金或负债方式筹集资金， 先行投入。 本次发行股票募集资金到位
后，再予以置换。 如本次发行的实际募集资金量少于投资项目资金需求量，公
司将通过银行贷款和其他自筹资金解决。

一、超低能耗高可靠性半导体功率器件研发升级及产业化项目
本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。 项目旨在对

公司现有产品升级换代，开发新一代超低能耗高可靠性半导体功率器件，突破
超低能耗功率器件设计技术门槛，打破国外产品在高端应用领域的垄断地位。

本项目总投资额为 48,118.04 万元，具体投资构成如下：
单位：万元

序号 项目 投资额 占比 第一年 第二年 第三年
1 固定资产投资 6, 094.60 12.67% 3, 689.40 2, 405.20 -
1.1 设备投资 5, 764.60 11.98% 3, 359.40 2, 405.20 -
1.2 土建投资 330.00 0.69% 330.00 - -
2 研发费用 33, 782.29 70.21% 7, 067.47 11, 353.53 15, 361.29
2.1 开发费用 1, 182.00 2.46% 198.00 442.00 542.00
2.2 试制费用 25, 486.30 52.97% 5, 394.91 8, 548.49 11, 542.90
2.3 封装测试费用 6, 763.99 14.06% 1, 424.56 2, 263.03 3, 076.39
2.4 IP�core 350.00 0.73% 50.00 100.00 200.00
3 软件投资 1, 120.00 2.33% 1, 120.00
4 铺底流动资金 7, 121.15 14.80% 2, 373.72 2, 373.72 2, 373.72
合 计 48, 118.04 100.00% 14, 250.59 16, 132.44 17, 735.01

项目建设期为 36 个月，运营期为 T+1 期至 T+10 期。根据规划，项目建成
后，运营期 T+1 期部分开发产品陆续正式投产，T+1 期达到设计产能的 40%，
T+2 期产能达到 80%，T+3 期完全达产。 根据可行性研究报告，在各项经济因
素与可行性研究报告预期相符的前提下， 本项目的经济效益评价指标测算结

果如下：
指标名称 指标值
年平均销售收入（万元） 83, 144.45
年平均利润总额（万元） 7, 491.05
年平均上缴所得税（万元） 1, 123.66
年平均税后利润（万元） 6, 367.39
年总投资收益率 15.57%

所得税前 所得税后
内部收益率 24.15% 21.19%
财务净现值（ic=10%）（万元） 24, 729.48 18, 920.37
投资回收期（含建设期) 5.74 6.15

二、半导体功率器件封装测试生产线建设项目
本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。主要建设内

容包括： 针对公司现有的封装形式（DPAK/SOT/TO） 进行产业链延伸；
TO-247/TO-3P�IGBT 及大功率 MOSFET 芯片封装； 低热阻 SOP-8 封装
的产业化；基于 Cu-Clip工艺技术，实现高功率密度低功耗器件封装；芯片封
装集成器件及大功率模块的研发和封装产业化。

本项目总投资额为 32,014.90 万元，具体投资构成如下：
单位：万元

序号 项目 投资额 占比 第一年 第二年
1 固定资产投资 29, 319.40 91.58% 20, 671.40 8, 648.00
1.1 设备投资 25, 482.00 79.59% 16, 834.00 8, 648.00
1.2 土建投资 3, 837.40 11.99% 3, 837.40 -
2 软件投资 255.00 0.80% - 255.00
3 铺底流动资金 2, 440.50 7.62% 1, 220.25 1, 220.25
合 计 32, 014.90 100.00% 21, 891.65 10, 123.25

项目建设期为 18 个月，运营期为 T+1 期至 T+10 期。 运营期 T+1 期公
司开始正式投产， 产能利用率为 40%，T+2 期为 80%，T+3 到 T+10 期 100%
完全达产。 根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期相
符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：
指标名称 指标值
年平均销售收入（万元） 28, 494.62
年平均利润总额（万元） 5, 107.24
年平均上缴所得税（万元） 1, 276.81
年平均税后利润（万元） 3, 830.42
年总投资收益率 15.95%

所得税前 所得税后
内部收益率 16.52% 12.45%
财务净现值（ic=10%）（万元） 10, 670.81 3, 893.75
投资回收期（含建设期） 6.61 7.61

三、碳化硅宽禁带半导体功率器件研发及产业化项目
本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。本项目是基于宽
禁带半导体碳化硅材料的功率器件研发及产业化，包括 SiC�SBD（肖特基二
极管）及 SiC�MOSFET 两类产品。 本项目的实施旨在突破高压 SiC 功率器件
关键技术，重点针对碳化硅二极管浪涌电流能力提升技术、碳化硅二极管雪
崩耐量提升技术、沟槽底部氧化层峰值电场抑制技术、器件终端边缘电场疏
导技术进行研发。 开发碳化硅功率器件，打破国外产品在碳化硅宽禁带半导
体功率器件技术垄断，实现我国碳化硅功率器件的国产化。

本项目总投资额为 11,419.27 万元，具体投资构成如下：
单位：万元

序号 项目 投资额 占比 第一年 第二年 第三年
1 固定资产投资 767.75 6.72% 426.65 341.10 -
1.1 设备投资 497.75 4.36% 156.65 341.10 -
1.2 土建投资 270.00 2.36% 270.00 - -
2 研发费用 9, 561.85 83.73% 1, 667.62 2, 850.19 5, 044.04
2.1 开发费用 848.00 7.43% 224.00 312.00 312.00
2.2 试制费用 8, 158.19 71.44% 1, 345.55 2, 374.71 4, 437.93
2.3 封装测试费用 355.67 3.11% 58.07 103.48 194.11
2.4 IP�core 200.00 1.75% 40.00 60.00 100.00
3 软件投资 280.00 2.45% 280.00 - -
4 铺底流动资金 809.67 7.09% 269.89 269.89 269.89

合计 11, 419.27 100.00% 2, 644.16 3, 461.18 5, 313.93

项目建设期为 36 个月，即为 T+1 期至 T+3 期。根据规划，项目建设期公
司将完成 SiC�SBD及 SiC�MOSFET 系列产品的研发。 同时，T+1 期部分开发
产品陆续正式投产，T+1 期达到设计产能的 40%，T+2 期产能达到 80%，T+3
期完全达产。 根据可行性研究报告，在各项经济因素与可行性研究报告预期
相符的前提下，本项目的经济效益评价指标测算结果如下：

指标名称 指标值
年平均销售收入（万元） 9, 541.13
年平均利润总额（万元） 855.04
年平均上缴所得税（万元） 128.26
年平均税后利润（万元） 726.78
年总投资收益率 7.49%

所得税前 所得税后
内部收益率 16.64% 14.74%
财务净现值（ic=10%）（万元） 1, 901.29 1, 304.56
投资回收期（含建设期) 7.06 7.36

四、研发中心建设项目
本项目位于无锡新吴区，研发一路以东，研发二路以南地块。项目旨在完

善和加强公司在半导体功率器件领域的综合技术研发能力与项目产业化能
力，依托公司研发中心，充分调动产业链核心技术资源，创新开发功率器件领
域的新技术、新产品，打破国际大厂在高端功率器件上的长期垄断地位。研发
中心计划开展的主要研发项目有：高能效高可靠性电机驱动系统中功率器件
的研发与产业化、 低能耗大功率 MOSFET 模块的研发及功率器件综合实验
室的升级。

项目总投资为 5,501.86 万元，具体投资构成如下：
单位：万元

序号 项目 投资额 占比 第一年
1 固定资产投资 5, 335.86 96.98% 5, 335.86
1.1 设备投资 4, 870.86 88.53% 4, 870.86
1.2 土建投资 465.00 8.45% 465.00
2 软件投资 166.00 3.02% 166.00

合 计 5, 501.86 100.00% 5, 501.86

本项目实施后，虽不产生直接的经济效益，但研发中心的建设将提升公
司整体研发实力、提高核心竞争力，研发实力的提升可增强客户对公司的信
任度，进一步强化公司的品牌优势，扩大市场份额，实现公司长远的战略目
标。

五、补充流动资金项目
报告期内，公司发展迅速，经营规模呈现快速增长趋势。 2016 年至 2018

年，公司分别实现营业收入 42,211.51 万元、50,375.98 万元和 71,579.03 万元，
年复合增长率达到 30.22%。 在国家半导体产业政策大力支持以及下游市场
需求持续增长的背景下， 预计未来公司经营规模仍将保持快速增长的趋势。
公司资产主要以流动资产为主，公司日常经营较多涉及现款支付，折旧、摊销
类的非现金支出相对较少。 因此，公司需要保持较高水平的流动资金用于新
产品技术研发、人才引进、原材料采购、市场销售等环节，以保持公司的竞争
优势和行业领先地位，推动公司业务可持续发展。

通过补充流动资金，公司可进一步优化财务结构，防范经营风险，保证公
司业务的顺利开展，有利于公司扩大业务规模，提高公司的综合竞争力，为公
司未来可持续发展创造宽松的资金环境和良好的融资条件。

第五节 风险因素和其他重要事项
一、风险因素
（一）市场风险
1、市场波动风险
半导体分立器件作为基础性电子元器件,为国民经济的多个领域所必不

可缺,因此半导体分立器件行业的下游分布极为广泛。 广泛的下游应用领域
提升了公司应对单一市场波动风险的能力，但半导体分立器件行业与宏观经
济的整体发展的景气程度密切相关，国内经济整体增速放缓及中美贸易摩擦
等因素通过对下游行业的生产经营产生不利影响进而传导至半导体分立器
件行业。 如果宏观经济波动较大或长期处于低谷，半导体分立器件行业的市
场需求也将随之受到影响；下游行业的波动和低迷会导致对半导体分立器件
的需求下降、价格敏感性提高。 虽然近几年全球半导体分立器件市场保持稳
步增长，且亚洲地区特别是中国市场规模增幅巨大，但是如果由于中美贸易
摩擦等因素引致下游市场整体持续波动、全球经济或国内经济发生重大不利
变化，将对半导体分立器件行业及公司等行业内企业的经营业绩造成不利影
响。

2、行业竞争风险
近年来随着我国消费电子、汽车电子、工业电子等多个行业的蓬勃发展

以及新能源汽车 / 充电桩、智能装备制造、物联网、光伏新能源等新兴领域凸
起，国内对半导体分立器件的需求迅速扩大，直接拉动了行业的快速发展，也
吸引了国内外企业进入到行业内，市场竞争日趋激烈。一方面，国内半导体分
立器件企业不断增加， 且部分企业不断通过技术升级等措施提高竞争力；另
一方面，国外优秀的半导体分立器件企业进入国内抢占市场份额。 在日趋激
烈的市场竞争环境下，如果公司不能持续进行技术升级、提高产品性能、降低
产品成本以及优化营销网络，则很可能在未来的市场竞争中丧失优势，从而
对公司持续盈利造成不利影响。

3、产品替代风险
半导体分立器件行业属于技术密集型行业，具有技术和产品更新换代速

度较快的特点。半导体分立器件下游应用领域日新月异，产品的形态、功能以
及差异化需求在短时间内都可能发生很大变化，这都导致半导体分立器件产
品生命周期越来越短，替代现象日趋显现。未来，随着新材料的应用和新技术
的不断突破，在满足经济性条件下，新一代的半导体分立器件产品将可能出
现，并对现有的产品形成一定冲击。 如果公司不能持续紧跟行业发展前沿并
进行技术升级换代、研发适应行业和市场的产品，则公司存在产品被替代的
风险，从而失去持续经营能力。

4、采购价格波动风险
芯片代工和封测服务为公司主要的采购内容， 占产品成本的比重较大。

芯片代工和封测服务价格的波动将对公司的经营业绩产生一定影响。芯片代
工价格一方面受到硅晶圆材料价格和制造成本、人工成本影响，另一方面则
受到芯片代工企业投资规模和产能影响；封测服务价格受到原材料价格和人
工成本等影响。 报告期内，公司与国内主要的芯片代工企业和封装测试企业
建立了较为紧密的合作关系，对其采购价格在一定区间内合理波动，且公司
亦能够通过适度调整产品结构和价格、产品技术升级等方式进行应对。但是，
如果芯片代工和封测服务的市场价格持续大幅上涨、而公司无法采取有力措
施进行应对，则将对公司盈利能力造成不利影响。

（二）运营风险
1、供应商依赖的风险
公司是半导体专业化垂直分工企业，芯片代工及封装测试环节主要通过

向供应商采购。公司拥有涵盖了华虹宏力、华润上华、中芯集成等国内少数几
家具备 MOSFET、IGBT 等 8 英寸半导体芯片代工能力的本土芯片代工供应
商，并不断拓展韩国等地区的芯片代工供应渠道。而在封装测试环节，公司主
要与长电科技（600584）、安靠技术（Amkor）、通富微电（002156）等全球领先的
封装测试企业合作，一定程度上也保证了公司产品的领先性。 由于半导体行
业垂直分工的特殊性，专注于芯片设计环节的企业在选择供应商后一般不会
轻易更换；同样，芯片代工及封装测试企业如若更换客户则需重新调整产线、
设备技术参数、产能排期等，这将形成较大的更换成本。 因此，双方在一定程
度上相互依赖。 如果公司主要供应商产能严重紧张或者双方关系恶化，则可
能导致公司产品无法及时、足量供应，进而对公司的经营业绩产生不利影响。

2、供应链管理不善风险
半导体分立器件行业高度分工协作，产业链包括芯片设计、芯片制造、封

装测试、对外销售等环节，各个环节相互依存、高度相关。 行业内企业根据分
工不同采用垂直一体化或垂直分工模式，其中部分垂直分工模式的企业主要
负责芯片设计研发和销售环节，而将芯片制造、封装测试环节主要委托给专
业代工厂商完成，因此，其产品质量、交货时间、生产能力等都与产业链其他
环节紧密相关。 公司为专业化垂直分工企业，与行业内优秀的芯片制造和封
装测试厂商建立了长期、稳定的合作关系。公司建成封装测试产线，实现少部
分功率器件的自主生产，公司不断加强生产环节的质量、成本管控，保障产品
的品质。 但是，如果公司对供应链及生产环节管理不善，导致产品质量、交付
及时性等出现问题，则会影响公司产品销售和品牌声誉，对公司的经营造成
不利影响。

3、新产品开发风险
公司销售的产品按照是否封装可以分为芯片和功率器件，按照功能分类

已形成沟槽型功率 MOSFET、超结功率 MOSFET、屏蔽栅功率 MOSFET、绝
缘栅双极型晶体管（IGBT）以及功率模块等多品类产品系列，且 MOSFET 等
产品系列较为全面。 公司在现有产品的基础上，仍紧跟半导体分立器件行业
发展前沿，以国际一流企业的最新技术和产品为标杆，以下游市场需求为导
向，不断进行新产品的开发。但是，半导体功率器件新产品的研发往往需要一
定的时间周期，需要投入较多的人力成本和资金成本，且面临较大的失败风
险，或者开发的新产品尚不具备商业价值，可能导致前期的各项成本投入无
法收回，从而影响公司经营业绩。

4、产品质量控制风险
半导体分立器件属于基础性电子元器件， 为下游产品的核心部件之一。

半导体分立器件的下游产品对性能要求严格，电子元器件质量出现问题将对
下游客户的销售和品牌产生不利影响。 因此，半导体分立器件下游行业对器
件的质量非常重视，往往在采购前和合作过程中均需反复验证和测试。 公司
始终将产品质量控制作为持续发展的重要基础之一，建立了较为健全的质量
控制体系，并在各个环节严格把控，产品质量整体保持稳定。 但是，半导体分
立器件技术和工艺复杂，在不同环节很可能由于多种因素导致产品质量不佳
或性能下降，从而导致质量纠纷，影响公司的市场地位和品牌影响力。

5、经营模式风险
公司主要采用 Fabless 经营模式， 专注于 MOSFET、IGBT 等半导体芯片

和功率器件的研发设计及销售环节，芯片主要由公司设计方案后交由芯片代
工企业进行生产，功率器件主要由公司委托外部封装测试企业对芯片进行封
测代工而成，尽管公司已初步完成先进封装测试生产线的建设，将少部分芯
片自主封装后对外销售。由于公司本身不具备芯片制造能力以及封装测试生
产线规模相对较小，芯片制造、封装测试环节仍需依托芯片代工企业和外部
封装测试企业。 为保证公司产品供应环节的稳定，公司已与多家具有雄厚实
力的芯片代工企业和封装测试企业建立了长期稳定的合作关系。但在半导体
分立器件行业生产旺季， 可能会存在芯片代工企业和封装测试企业产能不
足，不能完全保证公司产品及时供应的风险。

（三）技术风险
1、技术升级的风险
半导体分立器件行业为技术密集型行业， 行业竞争的关键在于新技术、

新产品的竞争。 新技术、新产品的研发及产业化应用周期长、投入大，且新产
品量产后，还面临着产品更新换代速度快、产品不能满足市场需求变化的风
险。 公司拥有高素质的技术研发团队，并与科研院所在半导体功率器件设计
领域开展长期合作。公司还成立了技术研发小组专门从事新技术和新产品的
研发，并依据行业技术发展趋势、市场动态以及客户需求确定公司的研发规
划和具体措施。 但是，如果公司的新技术、新工艺的研发未能持续升级换代，
新产品的产业化未能保持市场领先地位，将会对公司的市场竞争和经营产生
不利的影响。

2、技术人才流失风险
研发设计能力是半导体分立器件企业竞争力的核心之一，其主要来源于

企业的研发技术人才，因此半导体分立器件产业的快速发展对专业技术人才
产生了巨大的需求。公司在产品技术升级、新产品推出、产品的售后服务等方
面高度依赖于公司的研发团队。 自成立以来，公司已培养和引进了一批高素
质研发人才，并通过实施股权激励、签订保密协议等多项激励和约束机制，以
维系研发团队稳定。 但是，如果公司核心研发人员大量流失，公司的研发能
力、新产品开发及持续盈利能力将受到一定的影响，并可能给公司带来新的
竞争对手。

（四）财务风险
1、毛利率下降的风险
2017 年至 2019 年， 公司综合毛利率分别为 24.69%、31.63%和 20.73%。

2017 年至 2018 年，受益于下游市场需求的持续增长，积极拓展毛利率较高的
下游应用行业，大力开发新产品和新技术，积极开拓龙头客户从而提升公司
品牌影响力和市场美誉度，公司综合毛利率保持稳定上升的趋势。 2019 年，
受中美贸易摩擦及国内市场竞争有所加剧等因素影响，公司芯片和功率器件
毛利率有所下降。 半导体分立器件企业的经营业绩受产品技术水平、市场竞
争情况、下游市场需求等因素影响较大，如果未来公司产品技术优势减弱、市
场竞争加剧、市场供求形势出现重大不利变化、采购成本持续提高或者出现
产品销售价格持续下降等情况，将导致公司综合毛利率下降。

2、应收账款回收风险
报告期各期末，公司应收账款余额分别为 6,903.92 万元、5,620.98 万元和

10,588.73 万元，占营业收入的比例分别为 13.70%、7.85%和 13.71%。虽然报告
期各期末公司应收账款账龄结构良好， 一年以内账龄的应收账款占比超过
99%，与同行业可比上市公司相比，公司应收账款占营业收入比例较低、应收
账款周转率较高，发生坏账损失的风险较小，且公司已制订合理的坏账计提
政策并有效执行，但若公司下游客户经营不利或由于其他原因导致无法按期
支付货款，公司存在因货款回收不及时、应收账款金额增多、应收账款周转率
下降引致的风险。

3、存货跌价风险
报告期各期末， 公司存货净额分别为 5,321.47 万元、11,124.82 万元和

13,703.00 万元，占总资产的比例分别为 11.53%、18.02%和 16.96%。 随着公司
业务规模的扩大，存货余额也会进一步上升。 公司产品技术更新换代速度较
快，如果未来出现由于公司未及时把握下游行业变化或其他难以预计的原因
导致存货无法顺利实现销售，且其价格出现迅速下跌的情况，将增加计提存
货跌价准备的风险，对公司经营业绩及经营现金流产生不利影响。

4、所得税优惠政策变动的风险
公司于 2017 年 11 月 17 日通过了高新技术企业复审，取得了《高新技术

企业证书》（证书编号：GR201732001619）。 根据财政部和国家税务总局发布
的《关于实施高新技术企业所得税优惠有关问题的通知》（国税函[2009]203
号），公司享受高新技术企业的所得税优惠政策，报告期内企业所得税实际执
行税率为 15%。 虽然国家税收优惠政策具备持续性，但未来如果上述税收优
惠政策发生变化，或者本公司不再具备享受相应税收优惠的资质，则将对公
司的经营业绩带来较大的不利影响。

（五）募集资金投资项目风险
1、募集资金投资项目实施风险
公司本次募集资金投资项目主要包括“超低能耗高可靠性半导体功率器

件研发升级及产业化”、“半导体功率器件封装测试生产线建设”、“碳化硅宽
禁带半导体功率器件研发及产业化”和“研发中心建设”等。 本次募集资金投
资项目以国家产业政策为基础，充分把握半导体分立器件行业发展趋势而确
定。上述募投项目的实施，有利于公司把握行业发展趋势，进一步巩固公司现
有业务和培育新的业绩增长点， 有效提升公司的技术研发实力和市场竞争
力。但是，本次募投项目的实施，公司仍然面临来自市场变化、技术替代、宏观
经济波动、募投项目管理等多方面的挑战和不确定性，因此公司存在无法如
期完成募投项目或者项目投资收益不达预期的风险。

2、新增折旧摊销费用影响业绩的风险
公司的固定资产和无形资产整体规模较小。本次募投项目计划新增设备

投入和生产场地投入，未来将引致公司资产总额增长幅度较高。 随着新增固
定资产和无形资产规模的扩大，募投项目投产后，资产折旧摊销会出现较快
增长。 尽管公司募投项目新增销售收入及利润总额较高，足以抵消募投项目
新增的投资项目折旧摊销费用，但如果市场环境发生重大不利变化，公司现
有业务及募投项目产生的收入及利润水平未实现既定目标，本次募投项目将

存在因资产增加而引致的折旧摊销费用影响未来经营业绩的风险。
（六）其他风险
1、关联交易风险
报告期内，公司存在向关联方采购封测服务或销售产品的情形。 针对上

述关联交易，第一，公司制定了《关联交易决策制度》，对公司关联交易定价机
制、审批决策程序等予以规范，并要求公司严格执行；第二，公司积极扩大采
购渠道，加大销售力度，逐步减少与关联方之间的采购与销售占比；第三，公
司控股股东、实际控制人、主要股东及公司董事、监事、高级管理人员签署减
少和规范关联交易的相关承诺。虽然公司与关联方之间的关联购销主要系受
到行业特点、技术要求、产品质量控制等因素影响而采取的自发市场行为，交
易具有其合理性、公允性，交易占比逐年下降，但如果未来公司关联购销定价
不公允，可能对公司和股东的经济利益产生不利影响。

2、成长性风险
公司的主营业务为 MOSFET、IGBT 等半导体芯片和功率器件的研发设

计及销售。随着半导体功率器件下游需求的迅猛增长以及公司产品技术实力
不断提升， 公司经营规模迅速扩大。 报告期内， 公司营业收入分别为
50,375.98 万元、71,579.03 万元和 77,253.69 万元，2018 年和 2019 年分别同比
增长 42.09%和 7.93%。 近年来国内半导体分立器件行业不断发展，国际巨头
不断涌入，国内新进入者不断增多，行业竞争日趋激烈。未来公司能否保持持
续、快速的增长，仍然受制于产业政策支持、宏观经济发展、下游行业增长、公
司技术实力提升以及经营管理完善等多方面因素，因此，公司未来的经营业
绩可能面临成长性风险。

3、摊薄即期回报风险
报告期内， 公司扣除非经常性损益后的每股收益分别为 0.98、1.84 和

1.15， 扣除非经常性损益后加权平均净资产收益率分别为 26.04%、33.28%和
16.77%。 本次发行募集资金到位后，公司的总股本和净资产将会相应增加，通
过本次募集资金提升公司研发实力、资金实力，其综合经济效益的产生需要
一定的时间，投资项目回报的实现需要一定周期。 本次募集资金到位后的短
期内，公司净利润增长幅度可能会低于总股本和净资产的增长幅度，每股收
益和加权平均净资产收益率等财务指标将出现一定幅度的下降，股东即期回
报存在被摊薄的风险。

二、其他重要事项
截至 2019 年 12 月 31 日，公司正在履行的重大商务合同如下：
（一）重要合同
1、重大销售合同
报告期内，公司与部分长期合作、采购量大、采购频繁的客户签订销售框

架合同，日常销售以订单为交易依据。 截至 2019 年 12 月 31 日，公司正在履
行的对生产经营活动有重大影响的主要销售框架合同如下：
序号 合同相对方 合同编号 合同期限 合同标的

1 常州力森电子有限公司 NCEGXHT229 2018.01.01-
2019.12.31

产品型号、数量等
均以订单为准

2 星恒电源股份有限公司 NCEGXHT224 2018.01.01-
2019.12.31

产品型号、数量等
均以订单为准

3 苏州工业园区东南科技
有限公司 NCEGXHT170-1 2019.12.23-

长期
产品型号、数量等
均以订单为准

4 无锡市晶汇电子有限公
司 NCEGXHT254 2018.12.30-

2020.12.29
产品型号、数量等
均以订单为准

5 上海晶丰明源半导体股
份有限公司 NCEGXHT122 2017.09.19-

2020.09.18
产品型号、数量等
均以订单为准

6 深圳市高斯宝电气技术
有限公司 HR-PU-HP10-08A2 2017.07.31-

长期
产品型号、数量等
均以订单为准

7 广东科通电子实业有限
公司 NCEGXHT195 2018.01.01-

2019.12.31
产品型号、数量等
均以订单为准

8 南京江智科技有限公司 NCEGXHT236 2018.01.01-
2019.12.31

产品型号、数量等
均以订单为准

9 杰华特微电子（杭州）
有限公司 NCEGXHT121 2019.08.01-

长期
产品型号、数量等
均以订单为准

10 昆山九通电子有限公司 NCEGXHT251 2018.12.30-
2020.12.29

产品型号、数量等
均以订单为准

11 揭阳市中晶电子科技有
限公司 NCEGXHT233 2018.01.01-

2019.12.31
产品型号、数量等
均以订单为准

12 无锡川本飞龙电子科技
有限公司 080201 2016.08.02-

2026.08.01
产品型号、数量等
均以订单为准

13 常州市易尔通电子有限
公司 NCEGXHT253 2018.12.30-

2020.12.29
产品型号、数量等
均以订单为准

14 昂宝电子（上海）有限
公司 NCEGXHT208 2018.01.01-

2019.12.31
产品型号、数量等
均以订单为准

15 深圳市润得源电子有限
公司 NCEGXHT110-1 2019.06.10-

长期
产品型号、数量等
均以订单为准

16 深圳市粤嘉鸿电子有限
公司 NCEGXHT150 2019.07.20-

长期
产品型号、数量等
均以订单为准

17 东莞市盛锋电子有限公
司 NCEGXHT162 2017.08.25-

2020.08.24
产品型号、数量等
均以订单为准

18 深圳市嘉龙腾电子有限
公司 NCEGXHT211 2018.07.16-

2020.07.15
产品型号、数量等
均以订单为准

19 安徽省东科半导体有限
公司 NCEGXHT212-1 2019.11.10-

长期
产品型号、数量等
均以订单为准

20 南京高上美电子有限公
司 NCEGXHT277 2019.05.07-

2021.05.06
产品型号、数量等
均以订单为准

21 广州视琨电子科技有限
公司 114-SK 2018.09.01-

长期
产品型号、数量等
均以订单为准

22 深圳市金誉半导体股份
有限公司 NCEGXHT112-2 2018.07.01-

2020.06.30
产品型号、数量等
均以订单为准

2、重大采购合同
公司采购合同的订立方式主要是通过签订框架协议，日常采购以订单作

为交易依据。截至 2019 年 12 月 31 日，公司正在履行的对生产经营活动有重
大影响的主要采购框架合同如下：
序号 合同相对方 合同编号 合同期限 合同标的

1 华虹宏力 【2018】0602 2018.06.05-
2021.06.04 芯片代工

2 华润上华 WXXJ N-CSMC-18120901 2018.12.09-
2021.12.08 芯片代工

3 华润微 rev .20170724 2017.08.17-
长期 芯片代工

4 长电科技 S03001-01 2019.03.02-
2021.03.01 封测服务

5 江阴苏阳电子股
份有限公司 S03002-03 2019.06.17-

2022.06.16 封测服务

6 上海捷敏 SH-2017-111 2018.01.01-
2021.12.31 封测服务

7 成都集佳科技有
限公司 S03016-01 2017.01.01-

2020.12.31 封测服务

8
中芯集成电路制
造（绍兴）有限

公司
20180305-01 2018.03.05-

2021.03.04 芯片代工

（二）公司对外担保情况
截至招股意向书签署日，公司无对外担保情况。
（三）重大诉讼及仲裁事项
截至本招股意向书签署日，公司不存在对财务状况、经营成果、声誉、业

务活动、未来前景等可能产生较大影响的重大诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，公司主要股东、控股子公司、董事、监事、高级

管理人员和核心技术人员均不存在作为一方当事人的重大诉讼或仲裁事项。
截至本招股意向书签署日，公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人

员不存在涉及刑事诉讼的情况。
第六节 本次发行各方当事人和发行时间安排
一、本次发行各方当事人的情况

名 称 住所 联系电话 传真 联系人
发行人： 无锡新洁能股
份有限公司

无锡市高浪东路 999 号 B1
号楼 2 层

0510-8561805
8

0510-856201
75 肖东戈

保荐人（主承销商）：平
安证券股份有限公司

深圳市福田区福田街道益
田路 5023 号平安金融中心
B�座第 22-25 层

0755-2262665
3

0755-253254
22 盛金龙

发行人律师： 江苏世纪
同仁律师事务所

南京市中山东路 532-2 号
D幢 5 楼 025-83304480 025-8332933

5
阚赢
张若愚

申报会计师： 天衡会计
师事务所 （特殊普通合
伙）

南京市建邺区江东中路
106 号万达广场商务楼 B
座（14 幢）20 楼

025-84711188 025-8471688
3

游世秋
杨贤武

股票登记机构： 中国证
券登记结算有限责任公
司上海分公司

上海市浦东新区陆家嘴东
路 166 号中国保险大厦 021-58708888 021-5889940

0 -

收款银行： 平安银行总
行营业部 - - - -

拟上市的证券交易所：
上海证券交易所

上海市浦东南路 528 号证
券大厦 021-68808888 021-6880486

8 -

二、本次发行上市的重要日期
初步询价日期 2020年 9 月 10 日
发行公告刊登日期 2020年 9 月 15 日
网上网下申购、缴款日期 2020年 9 月 16 日、2020 年 9 月 18 日
股票上市日期 本次股票发行结束后将尽快申请在上海证券交易所上市

第七节 备查文件
投资者可以在下列地点查阅整套发行申请材料和有关备查文件。
（一）发行人：无锡新洁能股份有限公司
联系地址：无锡市新吴区新加坡工业园新达路延伸段（道路东侧）
联系人： 肖东戈
联系电话：0510-85618058
传真： 0510-85620175
（二）保荐人（主承销商）：平安证券股份有限公司
联系地址： 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第

22-25 层
联系人： 盛金龙
联系电话：0755-22626653
传真： 0755-25325422

无锡新洁能股份有限公司
2020 年 9 月 7 日


